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摘要(译)

提出了一种制造薄膜半导体器件的方法，该方法适用于大规模生产并且
能够降低生产成本。对第一衬底进行阳极氧化以在其上形成多孔层。然
后，在多孔层上形成薄膜半导体层。使用薄膜半导体层，形成半导体器
件，并在半导体器件之间形成布线。之后，将第一基板上的半导体器件
接合到第二基板。半导体器件与第一衬底分离。此外，通过从第二基板
的分离表面去除一部分薄膜半导体层来电绝缘半导体器件。
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